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（１）エッチング

１：  次の文章の「   」に当てはまる正しい語句を語群から選び、その記号を解答欄に記入しなさい。 
    ただし、同じ語句を重複して使用してはならない。 
 
    マイクロローディング効果は、パターン幅の縮小とともにエッチング速度が 
    ［1］（ ア,ｱ ）する現象である。原因として細い孔の底にイオンが到着し難くなるためであり、 
    対策としては低圧化し［2］（ オ,ｵ ）を［3］（ コ,ｺ ）することなどがある。

....................................................................................................................................................................................................................................................................

【解説】
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２：  次の文章の「   」に当てはまる正しい語句を語群から選び、その記号を解答欄に記入しなさい。 
 
    枚葉式のドライエッチング装置においてエッチング中のウェーハを保持する方式としては 
    ［1］（ ア,ｱ,カ,ｶ ）および［2］（ カ,ｶ,ア,ｱ ）があるが［3］（ カ,ｶ ）の方がウェーハ温度の安定性が高い。

....................................................................................................................................................................................................................................................................

【解説】
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３：  次の文章の「   」に当てはまる正しい語句を語群から選び、その記号を解答欄に記入しなさい。 
    ただし、同じ語句を重複して使用してはならない。 
 
    ドライエッチング装置のウェーハを用いた管理には、［1］（ ス,ｽ,サ,ｻ,ク,ｸ ）、［2］（ サ,ｻ,ス,ｽ,ク,ｸ ）、加工形状、 
    ［3］（ ク,ｸ,ス,ｽ,サ,ｻ ）の項目がある。これらのデータが管理値に対して 規格外になった場合の 
    対処方法としては、［4］（ オ,ｵ ）流量を制御しているマスフローコントローラ、［5］（ ツ,ﾂ ）をモニターしている 
    ダイヤフラムゲージ、［6］（ ウ,ｳ ）の電力特性等等を調査するとよい。
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４：  次の文章の「   」に当てはまる正しい語句を語群から選び、その記号を解答欄に記入しなさい。 
    ただし、同じ語句を重複して使用してはならない。 
 
    Ａｌのドライエッチングは、Ａｌ膜表面の自然酸化膜が物理的スパッタやＢＣｌ３などの 
    ［1］（ ク,ｸ ）で除去されれば、［2］（ ウ,ｳ ）と自発的に反応し、等方性形状になってしまう。 
    このため［3］（ コ,ｺ ）を得るためにＣＣｌ４、やＣＨＣｌ３などの［4］（ チ,ﾁ ）を添加したり、 
    マスクのレジストを［5］（ カ,ｶ ）し［6］（ ス,ｽ ）を形成する。
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５：  図１はポリシリコン膜の上にシリコン酸化膜を積層し、フォトレジストによりレジストパターンを形成したウェーハを、 
    ドライエッチング装置を用いてシリコン酸化膜のエッチングを行ったときの断面図である。 
 

 
    （１） シリコン酸化膜のエッチングレートを求めなさい。 
        解答は小数点以下第２位を四捨五入して、小数点以下第１位まで答えることとする。 
 
       解答 （ 233.3,２３３．３ ） (nm/min)

....................................................................................................................................................................................................................................................................

【解説】

 

 
    （２） シリコン酸化膜のジャストエッチング時間を求めなさい。 
         解答は小数点以下第２位を四捨五入して、小数点以下第１位まで答えることとする。  
 
       解答 （ 2.6,２．６ ） min

....................................................................................................................................................................................................................................................................

【解説】
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    （３） ポリシリコン膜のエッチングレートを求めなさい。 
        解答は小数点以下第２位を四捨五入して、小数点以下第１位まで答えることとする。 
      
       解答 （ 140.0,１４０．０ ） (nm/min)

....................................................................................................................................................................................................................................................................

【解説】

 

 
    （４） 酸化膜のポリシリコン膜に対する選択比を求めなさい。 
        解答は小数点以下第２位を四捨五入して、小数点以下第１位まで答えることとする。 
      
       解答 （ 1.7,１．７ ）

....................................................................................................................................................................................................................................................................

【解説】
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６：  図１はポリシリコン膜の上にシリコン酸化膜を積層し、フォトレジストにより 
    レジストパターンを形成したウェーハを、ドライエッチング装置を用いて 
    シリコン酸化膜のエッチングを行ったときの断面図である。 
    解答は小数点以下第２位を四捨五入して、小数点以下第１位まで答えることとする。 
 
    （１） シリコン酸化膜（ａ）のジャストエッチング時間を求めなさい。 
 
       解答 （ 3.3,３．３ ） min

....................................................................................................................................................................................................................................................................

【解説】

 

 
    （２） シリコン酸化膜（ｂ）のジャストエッチング時間を求めなさい。 
 
       解答 （ 2.2,２．２ ） min

....................................................................................................................................................................................................................................................................

【解説】

 

 
    （３） シリコン酸化膜（ａ）に対して３０％オーバーエッチを行った場合に、 
     ポリシリコン膜のエッチング膜厚（ｃ）を求めなさい。 
      
        解答 （ 105.5,１０５．５ ） ｎｍ

....................................................................................................................................................................................................................................................................

【解説】
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７：  図１はポリシリコン膜の上にシリコン酸化膜を積層し、フォトレジストにより 
    レジストパターンを形成したウェーハを、ドライエッチング装置を用いて 
    シリコン酸化膜のエッチングを行ったときの断面図である。 
    解答は小数点以下第２位を四捨五入して、小数点以下第１位まで答えることとする。 
 

    （１） シリコン酸化膜（ａ）のエッチング時間を求めなさい。 
       解答 （ 2.9,２．９ ） min

....................................................................................................................................................................................................................................................................

【解説】

 
    （２） シリコン酸化膜（ｂ）のエッチング時間を求めなさい。 
       解答 （ 1.9,１．９ ） min

....................................................................................................................................................................................................................................................................

【解説】

 
    （３） ポリシリコン膜（ｃ）のエッチング時間を求めなさい。 
       解答 （ 1.6,１．６ ） min

....................................................................................................................................................................................................................................................................

【解説】

 
    （４）  ポリシリコン膜のエッチングが８０ｎｍ（ｃ）となる時、シリコン酸化膜厚（ａ）に 
     対するオーバーエッチングは何％となるか。 
        解答 （ 22.7,２２．７ ） ％

....................................................................................................................................................................................................................................................................

【解
説】
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８：  図１はＡｌ膜のドライエッチングの各断面図である。 
    また、図２及び表１は（Ａ）エッチング前、（Ｂ）エッチング後、（Ｃ）フォトレジスト膜はく離後に 
    ウエハの面内の５点を測定した結果である。 
    解答は小数点以下第２位を四捨五入して、小数点以下第１位まで答えることとする。 
 
    エッチング均一性は、下記の式で表すこととする。 
    エッチング均一性＝（Ｍａｘ．－Ｍｉｎ．）／（Ｍａｘ．＋Ｍｉｎ．）×１００％ 
 

 
    （１） Ａｌ膜のエッチング速度（ｎｍ／ｍｉｎ）を求めなさい。 
       解答 （ 426.4,４２６．４ ） ｎｍ／ｍｉｎ

....................................................................................................................................................................................................................................................................

【解説】

 

 
    （２） Ａｌ膜のエッチング均一性（％）を求めなさい。 
       解答 （ 3.4,３．４ ） ％

....................................................................................................................................................................................................................................................................

【解説】
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    （３） フォトレジスト膜のエッチング速度（ｎｍ／ｍｉｎ）を求めなさい。 
       解答 （ 151.2,１５１．２ ） ｎｍ／ｍｉｎ

....................................................................................................................................................................................................................................................................

【解説】

 

 
    （４） フォトレジスト膜のエッチング均一性（％）を求めなさい。 
       解答 （ 26.5,２６．５ ） ％

....................................................................................................................................................................................................................................................................

【解説】

 

 
    （５） Ａｌ膜のフォトレジスト膜に対する選択比を求めなさい。 
        解答 （ 2.8,２．８ ） 

....................................................................................................................................................................................................................................................................

【解説】
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